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<S) Vertikales Hochvolt-Halbleiterbauelement 

(57) Die Erfindung betrifft ein vertikales Hochvolt-Halblei- 
terbauelement, bei dem sich lateral erstreckende Halblei- 
terschichten (3, 4) abwechselnden Leitungstyps uber eine 
leitende Verbindung (5) mit einer ruckseitigen Elektrode 
verbunden sind. Die durch diese Halbleiterschichten (3, 4) 
gebildete Driftstrecke des Halbleiterbauelements liegt au- 
Gerhalb des Zellbereiches und ist an diesem uber ein 
Schaltelement angeschlossen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betriff t ein Hochvolt-Halblei- 
terbauelement, mit einem Halbleitersubstrat eines ersten 
Leitungstyps, auf dem eine schwacher als das Halbleitersub- 
strat dotierte Halbleiterschicht eines zweiten, zum ersten 
Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps oder des ersten 
Leitungstyps als die Sperrspannung des Halbleiterbauele- 
mentes aufhehmende Driftstrecke vorgesehen ist, in der zu- 
einander abwechselnd lateral ausgerichtete Halbleiterge- 
biete des ersten und des zweiten Leitungstyps vorgesehen 
sind. AuBerdem betriftt die vorliegende Erfindung ein 
Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem MOS-Feldef- 
fekttransistor, der in einem Halbleitersubstrat ausgebildet ist 
und eine mit seiner Drainelektrode verbundene Driftstrecke 
aufweist. 

Bei einem aus US 4 754 310 bekannten Halbleiterbauele- 
ment sind in eine Oberflache eines Halbleiterkorpers zwei 
Trenchelektroden im Abstand voneinander vorgesehen. 
Diese Trenchelektroden grenzen an Halbleiterbereiche un- 
terschiedhchen Leitungstyps. Das heiBt, eine erste Trench- 
elektrode grenzt an einen p-leitenden Bereich, wahrend eine 
zweite Trenchelektrode in einem n-leitenden Bereich vorge- 
sehen ist. Zwischen diesen beiden Bereichen unterschiedli- 
chen Leitungstyps erstrecken sich lateral abwechselnd p- 25 
und n-leitende Gebiete, die elektrisch parallele Strompfade 
bilden, welche den Serienwiderstand im Bodybereich des ' 
Halbleiterbauelementes erhebhch verrnindern, ohne dessen 
Sperrfahigkeit zu beeintrachtigen. 

Auch nach dem Kompensationsprinzip arbeitende Hoch- 30 
volttransistoren haben sich lateral erstreckende und abwech- 
selnd zueinander angeordnete n- und p-leitende Schichten, 
die bevorzugt durch Epitaxie hergestellt sind, wobei die 
Source- und Drainanschlusse dieser Hochvolttransistoren 
auf der gleichen Oberflache eines Halbleiterkorpers vorge- 35 
sehen sind. 

Es gibt aber auch Hochvolt-DMOS-Transistoren, die 
ebenfalls nach dem Kompensationsprinzip arbeiten und 
hierzu in der sogenannten Aufbautechnik realisiert sind, bei 
der vertikal verlaufende n- und p-leitende saulenformige 
Gebiete in der die Sperrspannung aufnehmenden Drift- 
strecke Vorgesehen sind. Diese Hochvolt-DMOS-Transisto- 
ren zeichnen sich durch eine erhebliche Verminderung des 
Einschaltwiderstandes, also durch einen enormen Ron-Ge- 
winn aus. Die bei der Aufbautechnik verwendete Mehrfa- 
chepitaxie verursacht aber relativ hohe Kosten. Zur Vermei- 
dung dieser Kosten wurde daher bereits daran gedacht, die 
saulenartigen Gebiete durch Trenchatzen und nachfolgende 
epitaktische Auffullung herzustellen. Trotz umfangreicher 
Versuche hat sich bisher aber noch kein Weg gefunden, der 
eine Fertigung derartiger Hochvolt-DMOS-Transistoren in 
grofiem Umfang in befriedigender Weise erlaubt. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Hochvolt-Halbleiterbauelement anzugeben, das nach dem 
Kompensationsprinzip zu arbeiten vermag und relativ ein- 
fach herstellbar ist, so daB es sich durch niedrige Herstel- 
lungskosten auszeichnet 

Diese Aufgabe wird bei einem Hochvolt-Halbleiterbau- 
element nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 erfin- 
dungsgemaB dadurch gelost, daB die Halbleitergebiete des 
ersten Leitungstyps durch eine durch die Halbleiterschicht 
gefuhrte elektrisch leitende Verbindung mit dem Halbleiter- 
substrat verbunden sind, auf dem eine erste Elektrode ange- 
ordnet ist, und daB die Halbleitergebiete des zweiten Lei- 
tungstyps durch eine durch die Halbleitergebiete gefuhrte 
weitere leitende Verbindung mit einer auf der Halbleiter- 
schicht vorgesehenen zweiten Elektrode verbunden sind. 

Das erfindungsgemaBe Hochvolt-Halbleiterbauelement 
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ist so an sich ein Vertikal-Bauelement, da die beiden Elek- 
troden auf einander gegenuberliegenden Oberflachen des 
Halbleiterchips vorgesehen sind. Es vereinigt aber in uberra- 
schend einfacher Weise die Vorteile von Lateralanordnun- 
5 gen und Vertikalanordnungen: Source- bzw. Drain-An- 
schluB eines sich vertikal erstreckenden Hochvolttransi- 
stors, der nach dem Kompensationsprinzip arbeitet, sind mit 
einer sich lateral ausdehnenden Driftstrecke versehen; die- 
ser Source- bzw. Drain- AnschluB ist dabei so mit dem Halb- 
10 leitersubstrat verbunden, daBeine Struktur mit gemeinsamer 
Source ("common source") oder mit gemeinsamer Drain 
("common drain") entsteht. 

Die Herstellungskosten fur das erfindungsgemaBe Hoch- 
volt-Halbleiterbauelement sind erheblich reduziert, da die 
Halbleitergebiete des ersten bzw. zweiten Leitungstyps bil- 
dende n- bzw. p-(oderp- und n-) leitende Schichten in einem 
Epitaxieschritt hergestellt werden konnen und die leitenden 
Verbindungen beispiels weise ohne wei teres aus mit n" 1 "- oder 
pMotiertem polykristallinem Sihzium aufgefullten Trench- 
graben zu bilden sind. Selbst vers tan dlich konnen auch an- 
dere geeignete Materialien fur diese leitenden Verbindungen 
gewahlt werden. Dabei brauchen beziighch der Form dieser 
Graben und deren Oberflachenbeschaffenheit lediglich ge- 
ringe Anforderungen erfullt zu werden. Es muB nur sicher- 
gestellt werden, daB zwischen den Graben und dem mono- 
kristallinen Halbleitermaterial, also vorzugs weise Silizium, 
ein pn-Ubergang existi'ert, was durch Ausdiffusion erreicht 
werden kann. 

Der Abstand zwischen den Halbleitergebieten des ersten 
und des zweiten Leitungstyps, also der Abstand zwischen n- 
und p-leitenden Schichten, laBt sich deutlich reduzieren, da 
dieser Abstand vollkommen unabhangig vom Raster der das 
Hochvolt-Halbleiterbauelement bildenden Zellen ist. Typi- 
sche MaBe fur diesen Abstand zwischen den Halbleiterge- 
bieten des ersten und des zweiten Leitungstyps liegen zwi- 
schen 1 und 5 urn. Die gesamte Dicke ailer Halbleitergebiete 
des ersten und des zweiten Leitungstyps kann beispiels- 
weise zwischen 5 und 30 um liegen, wobei aber auch gerin- 
gere oder hohere Werte moglich sind. 

Durch eine Reduktion des Abstandes zwischen den Halb- 
leitergebieten, also des Schichtabstandes zwischen den n- 
und p-leitenden Schichten kann die Dotierung der einzelnen 
Gebiete oder Schichten entsprechend erhoht werden. 

Fur einen Abstand von etwa 2 um zwischen den Halblei- 
45 tergebieten bzw. Schichten und einer gesamten Dicke der 
Driftstrecke von etwa 20 um kann eine Reduzierung des 
Einschaltwiderstandes um einen Faktor von etwa 0,3 erwar- 
tet werden. 

Von besonderem Vorteil ist es, daB bei dem erfindungsge- 
50 maBen Hochvolt-Halbleiterbauelement ein RandabschluB 
infolge des lateralen Konzeptes der einander abwechselnden 
Halbleitergebiete unterschiedlichen Leitungstyps grundsatz- 
lich nicht erforderlich ist, was bei kleinen Chipflachen eine 
erhebliche Flacheneinsparung bedeutet. 
55 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht 
darin, daB zusatzlich Feldplatten an der Unterseite und/oder 
Oberseite der Driftstrecke angebracht werden. Unter der 
Oberseite der Driftstrecke ist dabei die Chipoberflache zu 
verstehen. Durch diese Feldplatten wird die Verteilung des 
60 elektrischen Feldes in der Driftstrecke in gunstiger Weise 
beeinfluBt, da die Feldplatten dieselbe Wurkung wie eine va- 
riable "Saulendotierung" dereingangs erwahnten saulenarti- 
gen Gebiete erzielen, indem mit ihnen der fur eine Avalan- 
chefestigkeit notwendige dachformige Feldverlauf in der 
65 Driftstrecke eingestellt werden kann. Zur Erreichung einer 
solchen hohen Avalanchefestigkeit ist auch eine hohere Do- 
tierung in den Halbleitergebieten bzw. Schichten zweckma- 
Big, da eine dynarnische Feldanderung im Durchbruchfall 



DE 100 12 610 A 1 



erst bei relativ hohen Strdmen einsetzt. 

Zur Losung obiger Aufgabe ist bei einem Hochvolt-Halb- 
leiterbauelement mit einem MOS-Feldeffekttransistor, der 
in einem Halbleitersubstrat ausgebildet ist und eine mit sei- 
ner Drainelektrode verbundene Driftstrecke aufweist, vor- 
gesehen, daB die Driftstrecke auBerhalb des Source-Gate- 
Bereiches des MOS-Feldeffekttransistors gelegen und an 
diesem Bereich uber ein Schaltelement angeschlossen ist. 
Das Schaltelement wird in bevorzugter Weise durch einen 
Junction-Feldeffekttransistor gebildet. Ist die Driftstrecke in 
der eingangs angegebenen Weise gestaltet, besteht der 
Junction-Feldeffekttransistor aus den Halbleitergebieten des 
ersten Leistungstyps und den durch diese unterbrochenen 
weiteren leitenden Verbindungen, wie dies weiter unten 
noch naher erlautert werden wird. 

Bei diesem Hochvolt-Halbleiterbauelement ist die Pinch- 
off-Spannung (Abschaltspannung) des Junction-FeldefFekt- 
transistors niedriger als die Durchbruchspannung zwischen 
den Halbleitergebieten des zweiten Leitungstyps und einer 
hochdotierten sourceseitigen "Saule" des ersten Leitungs- 
typs, die im Source-Gate-Bereich bzw. Zellbereich die 
Halbleitergebiete des ersten Leitungstyps miteinander ver- 
bindet. Das heiflt, der Junction-FeldefTekttransistor schaltet 
ab, bevor ein Durchbruch im Source-Gate-Bereich bzw. 
Zellbereich des Halbleiterbauelements auftreten kann. 

Bei beispielsweise einer Konfiguration mit gemeinsamer 
Drain ist somit die die n-leitenden Gebiete verbindende n + - 
leitende Saule aus zum Beispiel polykristallinem Siliziurn 
nicht zwischen den beiden elektrisch leitenden Verbindun- 
gen vorgesehen; d. h. die Driftstrecke ist. von dem Zellbe- 
reich getrennt. AuBerdem ist der durch die leitenden Verbin- 
dungen und die Halbleitergebiete des zu diesen leitenden 
Verbindungen entgegengesetzten Leitungstyps gebildete 
Junction-Feldeffekttransistor so dimensioniert, daB dessen 
Pinch-ofT-Spannung kleiner als die Durchbruchspannung 
fur die p- leitenden Halbleitergebiete und die sourceseitige 
nMeitende Saule ist. 

Fur eine Konfiguration mit gemeinsamer Source gelten 
bei entsprechender Anderung der Leitungstypen die glei- 
chen Anforderungen. 

NaChfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig* 1 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 
guration mit gemeinsamer Drain, 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 
guration mit gemeinsamer Source, 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines konkre- 
ten Ausfuhrungsbeispiels einer Source-Gate-Konfiguration 
fur gemeinsame Drain und 

Fig. 4 einen Schnitt BB' durch das Ausfuhrungsbeispiel 
von Fig. 3 und 

Fig. 5 ein schematisches Ersatzschaltbild fiir das Ausfuh- 
rungsbeispiel der Fig. 3 und 4. 

Fig. 1 zeigt eine Diodenstruktur einer Konfiguration mit 
gemeinsamer Drain aus einem nMeitenden Siliziumsubstrat 
1, auf dem eine pMeitende Siliziumschicht 2 vorgesehen ist. 
Anstelle der pMeitenden Siliziumschicht 2 kann auch eine 
nMeitenden Siliziumschicht verwendet werden. In dieser 
pMeitenden Siliziumschicht 2 befinden sich einander ab- 
wechselnd n- und p-leitende Gebiete oder Schichten 3, 4, die 
wie die Schicht 2 epitaktisch abgeschieden sein konnen. Die 
Schichten 3, 4 konnen eine Gesamtdicke dl zwischen 5 und 
30 urn haben, wahrend der Abstand d2 zwischen den einzel- 
nen Gebieten oder Schichten 3, 4 zwischen 1 und 5 um lie- 
gen kann. Selbstverstandlich sind hier auch von den obi gen 
Bereichen abweichende Abmessungen moglich. Ebenso ist 
das Halbleitermaterial nicht auf Siliziurn beschrarikt. Viel- 
mehr konnen auch andere Halb lei termateri alien, wie bei- 



spielsweise SiC, A m Bv-Halbleiter usw. zum Einsatz gelan- 
gen. 

Wesentlich an der vorliegenden Erfindung ist nun, dafi 
das nMeitende Siliziumsubstrat 1, an dem ein Drainan- 
5 schluB D angebracht ist, iiber eine leitende Verbindung 5 aus 
beispielsweise nMeitendem polykristallinem. Siliziurn mit 
den n-leitenden Gebieten oder Schichten 3 verbunden ist, 
und daB auBerdem ein SourceanschluB 5 iiber eine leitende 
saulenformige Verbindung 6 aus beispielsweise pMeiten- 

10 dem polykristallinem Siliziurn mit den p-leitenden Gebieten 
oder Schichten 4 verbunden ist. Anstelle von polykristalli- 
nem Siliziurn kann auch ein anderes geeignetes Leitermate- 
rial verwendet werden, wie z. b. Metall. 

Die leitenden Verbindungen 5, 6 konnen durch Trenchat- 

15 zen, anschlieBendes AufTullen dieser Trenche mit dem poly- 
kristallinen Siliziurn und Ausdiffusion zur Verlagerung des 
pn-Ubergangs in monokristallines Material in relativ einfa- 
cher Weise hergestellt werden, da die Anforderungen hin- 
sichtlich der Form dieser Trenche und hinsichtlich der Ober- 

20 flachenbeschaffenheit relativ gering sind: es ist lediglich er- 
forderlich, daB die einzelnen Gebiete bzw. Schichten 3, 4 
uber die leitenden Verbindungen 5, 6 niederohmig mit den 
entsprechenden Anschlussen D bzw. S verbunden sind. An- 
stelle von polykristallinem Siliziurn kann fur die leitenden 

25 Verbindungen auch ein anderes Material, wie z. B. Metall 
oder insbesondere hochdotiertes Siliziurn verwendet wer- 
den. Der durch die Ausdiffusion gebildete pn-Ubergang ist. 
in Fig. 1 fur die Verbindung 5 schematisch durch eine 
Strichlinie 14 dargestellt. 

30 Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung der Source- 
Drain- Anordnung einer Konfiguration mit gemeinsamer 
Source, wobei hier die mit den Bezugszeichen 1' bis 6' ver- 
sehenen Teile gerade den zu den Teilen 1 bis 6 der Fig. 1 
entgegengesetzten Leitungstyp haben. Das heiBt, auf einem 

35 pMeitenden Siliziumsubstrat 1' befinden sich eine nMei- 
tende Siliziumschicht, schicht, auf welcher wiederum einan- 
der abwechselnd p-leitende Gebiete oder Schichten 3' oder 
n-leitende Gebiete oder Schichten 4* angeordnet sind, wobei 
das Siliziumsubstrat 1* uber eine leitende Verbindung 5' aus 

40 p + -dotiertem polykristallinem Siliziurn mit den Gebieten 
oder Schichten 3' verbunden ist, wahrend ein DrainanschluB 
D iiber eine nMeitende Verbindung 6* aus polykristallinem 
Siliziurn an die n-leitenden Schichten 4' angeschlossen ist. 
Zusatzlich zum Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 1 zeigt das 

45 Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 2 noch Feldplatten 7 bis 10, 
die, wie die Feldplatten 7 und 8 auf der Chipoberflache in ei- 
ner nicht gezeigten Isolierschicht vorgesehen sind oder sich, 
wie die Feldplatten 9 und 10, an der Unterseite der Gebiete 
3' und 4* befinden. Die Feldplatten 7 und 8 konnen dabei bei- 

50 spielsweise aus Aluminium bestehen, wahrend die Feldplat- 
ten 9 und 10 nMeitende Zonen sind. Die Feldplatte 7 ist an 
die leitende Verbindung 5' angeschlossen, wahrend die Feld- 
platte 8 floatend ist, und die Feldplatte 9 ist an die leitende 
Verbindung 6 ? angeschlossen, wahrend die Feldplatte 10 

55 floatend ist. 

Durch diese Feldplatten kann die Verteilung des elektri- 
schen Feldes in der Driftstrecke giinstig beeinfluBt werden, 
so daB die gleiche Wirkung wie mittels einer variablen Sau- 
lendotierung in Kompensationsbauelementen mit saulenar- 

60 tigen dotierten Gebieten erreicht wird. 

In Fig. 1 ist wie in Fig. 2 der Zellbereich mit insbesondere 
einer Sourcezone sowie einer Gateelektrode zur Vereinfa- 
chung der Darstellung nicht gezeigt. Dieser Zellbereich 
kann aber in der in Fig. 3 dargestellteh Weise gestaltet sein, 

65 auf welche nachfolgend naher eingegangen wird. Fig. 1 und 
Fig. 2 zeigen also im wesentlichen die Driftstrecke mit einer 
Lange 1, die ungefahr 50 pm betragen kann. Diese Drift- 
strecke kann sich jeweils beidseitig an einen Zellbereich an- 
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schlieBen, wobei auch mehrere Zellbereiche, jeweils unter- 
brochen durch eine Driftstrecke, vorgesehen werden kon- 
nen. 

Fig. 3 zeigt die Source-Gate-Anordnung fur eine Konfi- 
guration mit gemeinsamer Drain, also fur das Ausfuhrungs- 5 
beispiel der Fig. 1. Zusatzlich zu Fig. 1 ist hier noch ein 
ZeUbereich aus einer Gateelektrode 11 fur einen Gatean- 
schiuB G, einer Sourcezone 12 in dem obersten p-leitenden 
Gebiet 4 und einer nMeitenden Verbindung 13, die in glei- 
cher Weise wie die Verbindung 5 aufgebaut ist, gezeigt Der 10 
Bereich zwischen den beiden nMeitenden Verbindungen 5 
und 13 in Fig. 3 bildet dabei eine Halbzelle. Die leitende 
Verbindung 5, die die. einzelnen Gebiete oder Schichten 3 
miteinander verbindet, muB dabei auBerhalb des Bereiches 
zwischen der pMeitenden Verbindung oder "Sourcesaule" 6 15 
und der nMeitenden Verbindung 13 liegen. 

Ein durch die saulenformigen . Verbindungen 6 und die 
Schichten 3 gebildeter Juncuon-Feldeffekttransistor JFET 
(vgl. Fig. 4) sollte so dimensioniert sein, daB dessen Pinch- 
off-Spannung kleiner als die Durchbruchspannung zwischen 20 
den p-leiteriden Gebieten 4 und der nMeitenden Verbindung 
13 ist. Dadurch schaltet der Juncuon-Feldeffekttransistor ab, 
bevor ein Durchbruch im ZeUbereich oder in der Drift- 
strecke auftreten kann. 

Fig. 5 zeigt noch ein Ersatzschaltbild des Hoch volt-Hal b- 25 
leiterbaulernents von Fig. 3 und 4 mit einem MOS-Feldef- 
fekttransistor aus dem ZeUbereich, dem Junction-Feldef- 
fekttransistor JFET, dessen Gate durch die Verbindungen 6 
gebildet ist und dessen Kanal aus den n-leitenden Schichten 
3 zwischen diesen Verbindungen 6 besteht, und Dioden Di 30 
aus den pn-Ubergangen zwischen den Schichten 4 und der 
leitenden Verbindung 5. 

Paten tanspriiche 

35 

L Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem Halblei- 
tersubstrat (1, 1*) eines ersten Leitungstyps, auf dem 
eine schwacher als das Halbleitersubstrat (1, 1*) do- 
tierte Halbleiterschicht (2, 2') eines zweiten, zum ersten 
Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps oder des 40 
ersten Leitungstyps als die Sperrspannung des Halblei- 
terbauelements aufnehmende Driftstrecke (1) vorgese- 
hen ist, in der zueinander abwechselnd lateral ausge- 
richtete Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') des ersten und * 
des zweiten Leitungstyps angeordnet sind, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB die Halbleitergebiete (3, 3 1 ) des 
ersten Leitungstyps durch eine durch die Halbleiter- 
schicht (2, 2') gefuhrte elektrisch leitende Verbindung 
(5, 5') mit dem Halbleitersubstrat (1, V) verbunden 
sind, auf dem eine erste Elektrode (D; S) angeordnet 50 
ist, und daB die Halbleitergebiete (4, 4 1 ) des zweiten 
Leitungstyps durch eine durch die Halbleitergebiete (3, 
4; 3', 4') gefuhrte weitere leitende Verbindung (6, 6') 
mit einer auf der Halbleiterschicht (2, T) vorgesehenen 
zweiten Elektrode (S; D) verbunden sind. 55 

2. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleitergebiete (3, 
y) des ersten Leitungstyps und die Halbleitergebiete 
(4, 4') des zweiten Leitungstyps schichtartig gestaltet 
sind. ° w go 

3. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand zwi- 
schen den Halbleitergebieten (3, 3 1 ) des ersten Lei- 
tungstyps und den Halbleitergebieten (4, 4 1 ) des zwei- 
ten Leitungstyps etwa zwischen 1 und 5 um betragt. 65 

4. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
samtdicke der Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') des ersten 
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und des zweiten Leitungstyps etwa zwischen 5 und 
30 um liegt 

5. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die lei- 
tende Verbindung (5, 5*) und die weitere leitende Ver- 
bindung (6, 60 aus dotiertem polykristallinem Silizium 
oder hochdotiertem monokristallinem Silizium oder 
Metall bestehen, und daB bei Verwendung von polykri- 
stallinem Silizium ein dadurch gebildeter pn-Ubergang 
(14) durch Ausdiffusion im monokristallinen Bereich 
verlauft. 

6. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spriiche 1 bis 5, gekennzeichnet durch Feldplatten (7 
bis 9) auf der Oberseite undVoder Unterseite der Halb- 
leitergebiete (3, 4; 3', 4'). 

7. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die an der Unterseite der 
Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') gelegenen Feldplatten (9, 
10) aus hochdouerten Bereichen des zweiten Leitungs- 
typs bestehen. 

8. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Feldplatten (7, 
9) mit der leitenden Verbindung (5, 5') und/oder der 
weiteren leitenden Verbindung (6, 6') verbunden sind. 

9. Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem MOS- 
Feldeffekttransistor (T), der in einem Halbleitersub- 
strat ausgebildet ist und eine mit einer Drainelektrode 
(D) verbundene Driftstrecke aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Driftstrecke auBerhalb des Source- 
Gate-Bereiches des MOS-Feldeffekttransistors (T) ge- 
legen und an diesem Bereich uber ein Schaltelement 
(JFET) angeschlossen ist. 

10. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Schaltelement durch 
einen Junction-FeldefTekttransistor gebildet ist. 

11. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Driftstrecke 
nach einem der Patentanspriiche 1 bis 8 gestaltet ist. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hochvolt-Halblei- 
terbauelement, mit einem Halbleitersubstrat eines ersten 
Leitungstyps, auf dem eine schwacher als das Halbleitersub- 
strat dotierte Halbleiterschicht eines zweiten, zum ersten 
Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps oder des ersten 
Leitungstyps als die Sperrspannung des Halbleiterbauele- 
mentes aufhehmende Driftstrecke vorgesehen ist, in der zu- 
einander abwechselnd lateral ausgerichtete Halbleiterge- 
biete des ersten und des zweiten Leitungstyps vorgesehen 
sind. AuBerdem betrifft die vorliegende Erfindung ein 
Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem MOS-Feldef- 
fekttransistor, der in einem Halbleitersubstrat ausgebildet ist 
und eine mit seiner Drainelektrode verbundene Driftstrecke 
aufweist. 

Bei einem aus US 4 754 310 bekannten Halbleiterbauele- 
ment smd in eine Oberflache eines Halbleiterkorpers zwei 
Trenchelektroden im Abstand voneinander vorgesehen 
Diese Trenchelektroden grenzen an Halbleiterbereiche un- 
terschiedlichen Leitungstyps. Das heiBt, eine erste Trench- 
elektrode grenzt an einen p-leitenden Bereich, wahrend eine 
zweite Trenchelektrode in einem n-leitenden Bereich vorge- 
sehen ist. Zwischen diesen beiden Bereichen unterschiedii- 
chen Leitungstyps erstrecken sich lateral abwechselnd p- 
und n-leitende Gebiete, die elektrisch parallele Strompfade 
bilden, welche den Serienwiderstand im Bodybereich des 
Halbleiterbauelementes erheblich vennindern, ohne dessen 
Sperrfahigkeit zu beeintrachtigen. 

Auch nach dern Kompensationsprinzip arbeitende Hoch- 
volttransistoren haben sich lateral erstreckende und abwech- 
selnd zueinander angeordnete n- und p-leitende Schichten, 
die bevorzugt durch Epitaxie hergestellt sind, wobei die 
Source- und Drainanschliisse dieser Hochvolttransistoren 
auf der gleichen Oberflache eines Halbleiterkorpers vorge- 
sehen sind. 

Es gibt aber auch Hochvolt-DMOS-Transistoren, die 
ebenfalls nach dem Kompensationsprinzip arbeiten* und 
hierzu in der sogenannten Aufbautechnik realisiert sind, bei 
der vertikal verlaufende n- und p-leitende saulenformige 
Gebiete in der die Sperrspannung aufnehmenden Drift- 
strecke vorgesehen sind. Diese Hochvolt-DMOS-Transisto- 
ren zeichnen sich durch eine erhebliche Verminderung des 
Einschaltwiderstandes, also durch einen enormen Ron-Ge- 
winn aus. Die bei der Aufbautechnik verwendete Mehrfa- 
chepitaxie verursacht aber relati v hohe Kosten. Zur Vermei- 
dung dieser Kosten wurde daher bereits daran gedacht, die 
saulenartigen Gebiete durch Trenchatzen und nachfolgende 
epitaktische Auffullung herzusteUen. Trotz umfangreicher 
Versuche hat sich bisher aber noch kein Weg gefunden, der 
eine Fertigung derartiger Hochvolt-DMOS-Transistoren in 
groBem Umfang in befriedigender Weise erlaubt. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Hochvolt-Halbleiterbauelement anzugeben, das nach dem 
Kompensationsprinzip zu arbeiten vermag und relativ ein- 
fach herstellbar ist, so daB es sich durch niedrige Herstel- 
lungskosten auszeichnet 

Diese Aufgabe wird bei einem Hochvolt-Halbleiterbau- 
element nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 erfin- 
dungsgemaB dadurch gelost, daB die Halbleitergebiete des 
ersten Leitungstyps durch eine durch die Halbleiterschicht 
gefuhrte elektrisch leitende Verbindung mit dem Halbleiter- 
substrat verbunden sind, auf dem eine erste Elektrode ange- 
ordnet ist, und daB die Halbleitergebiete des zweiten Lei- 
tungstyps durch eine durch die Halbleitergebiete gefuhrte 
weitere leitende Verbindung mit einer auf der Halbleiter- 
schicht vorgesehenen zweiten Elektrode verbunden sind. 
Das erfindungsgemaBe Hochvolt-Halbleiterbauelement 



ist so an sich ein Vertikal-Bauelement, da die beiden Elek- 
troden auf einander gegenuberliegenden Oberflachen des 
Halbleiterchips vorgesehen sind. Es vereinigt aber in uberra- 
schend einfacher Weise die Vorteile von Lateralanordnun- 
5 gen und Vertikalanordnungen: Source- bzw. Drain-An- 
schluB eines sich vertikal erstreckenden Hochvolttransi- 
stors, der nach dem Kompensationsprinzip arbeitet, sind mit 
einer sich lateral ausdehnenden Driftstrecke versehen; die- 
ser Source- bzw Drain-AnschluB ist dabei so mit dem Halb- 
10 leitersubstrat verbunden, daB eine Struktur mit gemeinsamer 
Source ("common source") oder mit gemeinsamer Drain 
("common drain") entsteht. 

Die Herstellungskosten fur das erfindungsgemaBe Hoch- 
volt-Halbleiterbauelement sind erheblich reduziert, da die 
15 Halbleitergebiete des ersten bzw. zweiten Leitungstyps bil- 
dende n- bzw. p-(oder p- und n-)leitende Schichten in einem 
Epitaxieschritt hergestellt werden konnen und die leitenden 
Verbindungen beispielsweise ohne weiteres aus mit n + - oder 
p + -dotiertem polykristallinem Silizium aufgefiillten Trench- 
20 graben zu bilden sind. Selbstverstandlich konnen auch an- 
dere geeignete Materialien fur diese leitenden Verbindungen 
gewahlt werden. Dabei brauchen bezuglich der Form dieser 
Graben und deren OberflachenbeschafTenheit lediglich ge- 
ringe Anforderungen erfullt zu werden. Es muB nur sicher- 
25 gestellt werden, daB zwischen den Graben und dem mono- 
kristallinen Halbleitermaterial, also vorzugsweise Silizium, 
ein pn-Ubergang existiert, was durch Ausdiffusion erreicht 
werden kann. 

Der Abstand zwischen den Halbleitergebieten des ersten 
30 und des zweiten Leitungstyps, also der Abstand zwischen n- 
und p-leitenden Schichten, laBt sich deutlich reduzieren, da 
dieser Abstand vollkommen unabhangig vom Raster der das 
Hochvolt-Halbleiterbauelement bildenden Zellen ist. Typi- 
sche MaBe fur diesen Abstand zwischen den Halbleiterge- 
35 bieten des ersten und des zweiten Leitungstyps liegen zwi- 
schen 1 und 5 urn. Die gesamte Dicke aller Halbleitergebiete 
des ersten und des zweiten Leitungstyps kann beispiels- 
weise zwischen 5 und 30 urn liegen, wobei aber auch gerin- 
gere oder hohere Werte moglich sind. 
40 Durch eine Reduktion des Abstandes zwischen den Halb- 
leitergebieten, also des Schichtabstandes zwischen den n- 
und p-leitenden Schichten kann die Dotierung der einzelnen 
Gebiete oder Schichten entsprechend erhoht werden. 

Fur einen Abstand von etwa 2 urn zwischen den Halblei- 
45 tergebieten bzw. Schichten und einer gesamten Dicke der 
Driftstrecke von etwa 20 urn kann eine Reduzierung des 
Einschaltwiderstandes urn einen Faktor von etwa 0,3 erwar- 
tet werden. 

Von besonderem Vorteil ist es, daB bei dem erfindungsge- 
50 maBen Hochvolt-Halbleiterbauelement ein RandabschluB 
mfolge des lateralen Konzeptes der einander abwechselnden 
Halbleitergebiete unterschiedlichen Leitungstyps grundsatz- 
lich nicht erforderlich ist, was bei kleinen Chipflachen eine 
erhebliche Flacheneinsparung bedeutet. 
55 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht 
darin, daB zusatzlich Feldplatten an der Unterseite und/oder 
Oberseite der Driftstrecke angebracht werden. Unter der 
Oberseite der Driftstrecke ist dabei die Chipoberflache zu 
verstehen. Durch diese Feldplatten wird die Verteilung des 
60 elektrischen Feldes in der Driftstrecke in gunstiger Weise 
beeinfluBt, da die Feldplatten dieselbe Wlrkung wie eine va- 
riable "Saulendotierung" der eingangs erwahnten saulenarti- 
gen. Gebiete erzielen, indem mit ihnen der fur eine Avalan- 
chefestigkeit notwendige dachformige Feldverlauf in der 
65 Driftstrecke eingestelk werden kann. Zur Erreichung einer 
solchen hohen Avalanchefestigkeit ist auch eine hohere Do- 
uerung in den Halbleitergebieten bzw. Schichten zweckma- 
Big, da eine dynamische Feldanderung im Durchbruchfall 
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erst bei relativ hohen Strdmen einsetzt. 

Zur Losung obiger Aufgabe ist bei einem Hochvolt-Halb- 
leiterbauelement mit einem MOS-Feldeffekttransistor, der 
in einem Halbleitersubstrat ausgebildet ist und eine mit sei- 
ner Drainelektrode verbundene Driftstrecke aufweist, vor- 5 
gesehen, daB die Driftstrecke auBerhalb des Source-Gate- 
Bereiches des MOS-Feldeffekttransistors gelegen und an 
diesem Bereich uber ein Schaltelement angeschlossen ist. 
Das Schaltelement wird in bevorzugter Weise durch einen 
Junction-Feldeffekttransistor gebildet. Ist die Driftstrecke in 10 
der eingangs angegebenen Weise gestaltet, besteht der 
Junction-Feldeffekttransistor aus den Halbleitergebieten des 
ersten Leistungstyps und den durch diese unterbrochenen 
weiteren leitenden Verbindungen, wie dies weiter unten 
noch naher erlautert werden wird. 15 

Bei diesem Hochvolt-Halbleiterbauelement ist die Pinch- 
off-Spannung (Abschaltspannung) des Junction-FeldefFekt- 
transistors niedriger als die Durchbruchspannung zwischen 
den Halbleitergebieten des zweiten Leitungstyps und einer 
hochdotierten sourceseitigen "Saule" des ersten Leitungs- 20 
typs, die im Source-Gate-Bereich bzw. Zellbereich die 
Halbleitergebiete des ersten Leitungstyps miteinander ver- 
bindet. Das heiBt, der Junction-Feldeffekttransistor schaltet 
ab, bevor ein Durchbruch iin Source-Gate-Bereich bzw. 
Zellbereich des Halbleiterbauelements auftreten kann. 25 

Bei bei spiels weise einer Konfiguration mit gemeinsarner 
Drain ist sornit die die n-leitenden Gebiete verbindende n + - 
leitende Saule aus zum Beispiel polykristallinem Silizium . 
nicht zwischen den beiden elektrisch leitenden Verbindun- 
gen vorgesehen, d. h. die Driftstrecke ist von dem Zellbe- 30 
reich getrennt. AuBerdem ist der durch die leitenden Verbin- 
dungen und die Halbleitergebiete des zu diesen leitenden 
Verbindungen entgegengesetzten Leitungstyps gebildete 
Junction-Feldeffekttransistor so dimensioniert, daB dessen 
Pinch-off-Spannung kleiner als die Durchbruchspannung 35 
fur die p-leitenden Halbleitergebiete und die sourceseitige 
nMeitende Saule ist. 

Fur eine Konfiguration mit gemeinsarner Source geiten 
bei entsprechender Anderung der Leitungstypen die glei- 
chen Anforderungen. 40 

Nachfolgend wird die Erfindung an hand der Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig* 1 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 
guration mit gemeinsarner Drain, 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 45 
guration mit gemeinsarner Source, 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines konkre- 
ten Ausfuhrungsbeispiels einer Source-Gate-Konfiguration 
fur gemeinsame Drain und 

Fig. 4 einen Schnitt BB' durch das Ausfuhrungsbeispiel 50 
von Fig. 3 und 

Fig. 5 ein schematisches Ersatzschaltbild fur das Ausfuh- 
rungsbeispiel der Fig. 3 und 4. 

Fig. 1 zeigt eine Diodenstruktur einer Konfiguration mit 
gemeinsarner Drain aus einem nMeitenden Siliziumsubstrat 55 
1, auf dem eine p"-leitende Siliziumschicht 2 vorgesehen ist. 
Anstelle der p~-leitenden Siliziumschicht 2 kann auch eine 
nMeitenden Siliziumschicht verwendet werden. In dieser 
pMeitenden Siliziumschicht 2 befinden sich einander ab- 
wechselnd n- und p-leitende Gebiete oder Schichten 3, 4, die 60 
wie die Schicht 2 epitaktisch abgeschieden sein konnen. Die 
Schichten 3, 4 konnen eine Gesamtdicke dl zwischen 5 und 
30 jjm haben, wahrend der Abstand d2 zwischen den einzel- 
nen Gebieten oder Schichten 3, 4 zwischen 1 und 5 um lie- 
gen kann. Selbstverstandlich sind hier auch von den obigen 65 
Bereichen abweichende Abmessungen moglich. Ebenso ist 
das Halbleitermaterial nicht auf Silizium beschrankt. Viel- 
mehr konnen auch andere Halbleitermateri alien, wie bei- 
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spielsweise SiC, A m B\rHalbleiter usw. zum Einsatz gelan- 
gen. 

Wesentlich an der vorliegenden Erfindung ist nun, daB 
das nMeitende Siliziumsubstrat 1, an dem ein Drainan- 
schluB D angebracht ist, iiber eine leitende Verbindung 5 aus 
beispielsweise nMeitendem polykristallinem Silizium mit 
den n-leitenden Gebieten oder Schichten 3 verbunden ist, 
und daB auBerdem ein SourceanschluB 5 iiber eine leitende 
saulenfbrmige Verbindung 6 aus beispielsweise pMeiten- 
dem polykristallinem Silizium mit den p-leitenden Gebieten 
oder Schichten 4 verbunden ist. Anstelle von polykristalli- 
nem Silizium kann auch ein anderes geeignetes Leitermate- 
rial verwendet werden^ wie z. b. Metall. 

Die leitenden Verbindungen 5, 6 konnen durch Trenchat- 
zen, anschlieBendes Auffullen dieser Trenche mit dem poly- 
kristallinen Silizium und Ausdiffusion zur Verlagerung des 
pn-Ubergangs in monokristallines Material in relativ einfa- 
cher Weise hergestellt werden, da die Anforderungen hin- 
sichtlich der Form dieser Trenche und hinsichtlich der Ober- 
flachenbeschaffenheit relativ gering sind: es ist lediglich er- 
forderlich, daB die einzelnen Gebiete bzw. Schichten 3, 4 
iiber die leitenden Verbindungen 5, 6 niederohmig mit den 
entsprechenden Anschlussen D bzw. S verbunden sind. An- 
stelle von polykristallinem Silizium kann fur die leitenden 
Verbindungen auch ein anderes Material, wie z. B. Metall 
oder insbesondere hochdotiertes Silizium verwendet wer- 
den. Der durch die Ausdiffusion gebildete pn-Ubergang ist 
in Fig. 1 fur die Verbindung 5 schernatisch durch eine 
Strichlinie 14 dargestellt. 

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung der Source- 
Drain- A nordnung einer Konfiguration mit gemeinsarner 
Source, wobei hier die mit den Bezugszeichen 1' bis 6' ver- 
sehenen Teile gerade den zu den Teilen 1 bis 6 der Fig. 1 
entgegengesetzten Leitungstyp haben. Das heiBt, auf einem 
pMeitenden Siliziumsubstrat 1" befinden sich eine nMei- 
tende Siliziumschicht, schicht, auf welcher wiederum einan- 
der abwechselnd p-leitende Gebiete oder Schichten 3' oder 
n-leitende Gebiete oder Schichten 4' angeordnet sind, wobei 
das Siliziumsubstrat 1* iiber eine leitende Verbindung 5' aus 
p + -dotiertem polykristallinem Silizium mit den Gebieten 
oder Schichten 3' verbunden ist, wahrend ein DrainanschluB 
D iiber eine nMeitende Verbindung 6' aus polykristallinem 
Silizium an die n-leitenden Schichten 4' angeschlossen ist. 

Zusatzlich zum Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 1 zeigt das 
Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 2 noch Feldplatten 7 bis 10, 
die, wie die Feldplatten 7 und 8 auf der Chipoberflache in ei- 
ner nicht gezeigten Isolierschicht vorgesehen sind oder sich, 
wie die Feldplatten 9 urid 10, an der Unterseite der Gebiete 
3' und 4' befinden. Die Feldplatten 7 und 8 konnen dabei bei- 
spielsweise aus Aluminium bestehen, wahrend die Feldplat- 
ten 9 und 10 nMeitende Zonen sind. Die Feldplatte 7 ist an 
die leitende Verbindung 5' angeschlossen, wahrend die Feld- 
platte 8 floatend ist, und die Feldplatte 9 ist an die leitende 
Verbindung 6' angeschlossen, wahrend die Feldplatte 10 
floatend ist. 

Durch diese Feldplatten kann die Verteilung des elektri- 
schen Feldes in der Driftstrecke giinstig beeinfluBt werden, 
so daB die gleiche Wirkung wie mittels einer variablen Sau- 
lendouerung in Kompensationsbauelementen mit saulenar- 
tigen dotierten Gebieten erreicht wird. 

In Fig. 1 ist wie in Fig. 2 der Zellbereich mit insbesondere 
einer Sourcezone sowie einer Gateelektrode zur Vereinfa- 
chung der Darstellung nicht gezeigt. Dieser Zellbereich 
kann aber in der in Fig. 3 dargestellten Weise gestaltet sein, 
auf welche nachfolgend naher eingegangen wird. Fig. 1 und 
Fig. 2 zeigen also im wesentlichen die Driftstrecke mit einer 
Lange 1, die ungefahr 50 um betragen kann. Diese Drift- 
strecke kann sich jeweils beidseitig an einen Zellbereich an- 
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schlieBen, wobei auch mehrere ZeUbereiche, jeweils unter- 
brochen durch eine Driftstrecke, vorgesehen werden kdn- 
nen. 

Fig, 3 zeigt die Source-Gate-Anordnung fur eine Konfi- 
guration mit gemeinsamer Drain, also fur das Ausfuhrungs- 5 
beispiel der Fig. 1. Zusatzlich zu Fig. 1 ist hier noch ein 
Zellbereich aus einer Gateelektrode 11 fur einen Gatean- 
schluB G, einer Sourcezone 12 in dem obersten p-leitenden 
Gebiet 4 und einer nMeitenden Verbindung 13, die in glei- 
cher Weise wie die Verbindung 5 aufgebaut ist, gezeigL Der 10 
Bereich zwischen den beiden nMeitenden Verbindungen 5 
und 13 in Fig. 3 bildet dabei eine Halbzelle. Die leitende 
Verbindung 5, die die einzelnen Gebiete oder Schichten 3 
miteinander verbindet, muB dabei auBerhalb des Bereiches 
zwischen der p + -leitenden Verbindung oder "Sourcesaule" 6 15 
und der nMeitenden Verbindung 13 liegen. 

Ein durch die saulenformigen Verbindungen 6 und die 
Schichten 3 gebildeter Junction-Feldeffekttransistor JFET 
(vgl. Fig. 4) soilte so dimensioniert sein, daB dessen Pinch- 
off-Spannung kleiner als die Durchbruchspannung zwischen 20 
den p-leitenden Gebieten 4 und der nMeitenden Verbindung 
13 ist. Dadurch schaltet der Junction-Feldeffekttransistor ab, 
bevor ein Durchbruch im Zellbereich oder in der Drift- 
strecke auftreten kann. 

Fig. 5 zeigt noch ein Ersatzschaltbild des Hochvolt-Halb- 25 
leiterbaulernents von Fig. 3 und 4 mit einern MOS-Feldef- 
fektu-ansistor aus dem Zellbereich, dem Junction-Feldef- 
fekttransistor JFET, dessen Gate durch die Verbindungen 6 
gebildet ist und dessen Kanal aus den n-leitenden Schichten 
3 zwischen diesen Verbindungen 6 besteht, und Dioden Di 30 
aus den pn-Ubergangen zwischen den Schichten 4 und der 
leitenden Verbindung 5. 

Patentanspruche 

35 

1. Hochyolt-Halbleiterbauelernent mit einem Halblei- 
tersubstrat (1, 1*) eines ersten Leitungstyps, auf dem 
eine schwacher als das Halbieitersubstrat (1, V) do- 
tierte Halbleiterschicht (2, 2') eines zweiten, zum ersten 
Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps oder des 40 
ersten Leitungstyps als die Sperrspannung des Halblei- 
terbauelements aufhehmende Driftstrecke (1) vorgese- 
hen ist, in der zueinander abwechselnd lateral ausge- 
richtete Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') des ersten und 
des zweiten Leitungstyps angeordnet sind, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB die Halbleitergebiete (3, 3') des 
ersten Leitungstyps durch eine durch die Halbleiter- 
schicht (2, 2*) gefuhrte elektrisch leitende Verbindung 
(5, 5') mit dem Halbieitersubstrat (1, 1') verbunden 
sind, auf dem eine erste Elektrode (D; S) angeordnet 50 
ist, und daB die Halbleitergebiete (4, 4') des zweiten 
Leitungstyps durch eine durch die Halbleitergebiete (3, 

4 ; 3\ 4') gefuhrte weitere leitende Verbindung (6, 6') 
mit einer auf der Halbleiterschicht (2, 2*) vorgesehenen 
zweiten Elektrode (S; D) verbunden sind. 55 

2. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleitergebiete (3, 
3') des ersten Leitungstyps und die Halbleitergebiete 
(4, 4') des zweiten Leitungstyps schichtartig gestaltet 
sind. 60 

3. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand zwi- 
schen den Halbleitergebieten (3, 3') des ersten Lei- 
tungstyps und den Halbleitergebieten (4, 4*) des zwei- 
ten Leitungstyps etwa zwischen 1 und 5 um betragt. 65 

4. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
samtdicke der Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4*) des ersten 
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und des zweiten Leitungstyps etwa zwischen 5 und 
30 um liegt 

5 . Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die lei- 
tende Verbindung (5, 5') und die weitere leitende Ver- 
bindung (6, 6*) aus dotiertem polykristallinem Silizium 
oder hochdotiertem monokristallinem Silizium oder 
Metall bestehen, und daB bei Verwendung von polykri- 
stallinem Silizium ein dadurch gebildeter pn-Ubergang 
(14) durch Ausdiffusion im monokristallinen Bereich 
verlauft. 

6. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der An- 
spriiche 1 bis 5, gekennzeichnet durch Feldplatten (7 
bis 9) auf der Oberseite und/oder Unterseite der Halb- 
leitergebiete (3, 4; 3\ 4'). 

7. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die an der Unterseite der 
Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4*) gelegenen Feldplatten (9, 
10) aus hochdotierten Bereichen des zweiten Leitungs- 
typs bestehen. 

8. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Feldplatten (7, 
9) mit der leitenden Verbindung (5, 5') und/oder der 
weiteren leitenden Verbindung (6, 6') verbunden sind. 

9. Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem MOS- 
Feldeffekttransistor (T), der in einem Halbieitersub- 
strat ausgebildet ist und eine mit einer Drainelektrode 
(D) verbundene Driftstrecke aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Driftstrecke auBerhalb des Source- 
Gate-Bereiches des MOS-Feldeffekttransistors (T) ge- 
legen und an diesem Bereich uber ein Schaltelement 
(JFET) angeschlossen ist. 

10. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Schaltelement durch 
einen Junction-Feldeffekttransistor gebildet ist. 

11. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Driftstrecke 
nach einem der Patentanspruche 1 bis 8 gestaltet ist. 
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